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近年、次世代パワーデバイス材料としてワイドバンドギャップ半導体である酸化ガリウム(α-

Ga2O3)が注目されている。しかし、ノーマリーオフデバイスの作製に不可欠な p 型の α-Ga2O3 の

作製が困難であることが知られている。そこで我々は、α-Ga2O3と良質なヘテロ接合形成可能な p

型半導体として α-Ir2O3に注目している。α-Ir2O3は α-Ga2O3と同じコランダム構造を有し、格子ミ

スマッチが 0.3と小さいため α-Ga2O3と良質なヘテロ接合を形成可能である[1]。α-Ir2O3は、ミス

ト CVD によって、前駆体としてアセチルアセトナトイリジウム(III)[Ir(C5H7O2)3][2]や塩化イリジウ

ム(IrCl3)[3]を用いて成長される。 

しかし、ミスト CVD 法では前駆体を水に溶解させる必要があり、水に難溶な Ir(C5H7O2)3では

表面状態は良いが成長レートが低く厚膜の成長が難しい。また、IrCl3は成長レートが 6.0μm/h と

大きいが[3]、TG-DTAの結果から温度上昇に伴い多段的に酸化反応が起こるため、α-Ir2O3の成長条

件が複雑な他、表面状態が良好でないという問題点がある。そこで我々は、IrBr3に注目した。IrBr3

は IrCl3と同様に 0.1mol/Lと水に非常に溶解するため IrCl3と同様の成長レートが期待できる上に、

TG-DTA より幅広い温度で α-Ir2O3へと変化することから、温度の上昇とともに多段的に酸化する

IrCl3と比較して成長条件の簡易化が期待できる[4]。 

本研究では、前駆体として IrBr3を用いて α-Ga2O3バッファを用いて c面サファイア上に α-Ir2O3

成長した。図 1に成長した薄膜の XRD 2/スキャンの結果を示す。α-Ir2O3 (0006)由来のピークか

ら α-Ir2O3 の成長が確認され、前駆体として IrBr3 が有効であることが示された。成長レートは

771nm/h であり、Ir(C5H7O2)3 を用いた場合の 20nm/h と

比較して大きく向上した[5]。TEM 観察の結果、良好な表

面平坦性と α-Ga2O3 と同濃度程度の転位線が確認され

た。また、α-Ir2O3の他に IrO2と考えられる電子線回折パ

ターンが確認され、これらが混在していることが示唆さ

れた。さらに、Hall測定および Seebeck測定により p型

伝導性を有すことが確認された。 

本研究の一部は、内閣府総合科学技術・イノベーショ

ン会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

「IoE 社会のエネルギーシステム」（管理法人：JST）お

よび JSPS科研費(2 1 H 0 1 8 1 1)によって実施された。 
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Fig.1 X-ray diffraction profile of -Ir2O3 thin film on  

-Ga2O3 thin film on c-plane sapphire substrate. 
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